Лабораторная работа № 2 Исследование свойств полупроводников методом эффекта Холла
Порядок выполнения работы
Выполните команду Рабочая тетрадь/Новая (Слева сверху), введите название тетради (например, фамилия выполняющего), Создать. Затем выполните команду Рабочая тетрадь/Открыть отчет. Чтобы переносить снятые данные из Рабочей тетради в отчет (файл Microsoft Word), нажимайте кнопку с красной стрелкой ( вверху слева от данных.
Выведите на экран (кликните на них левой кнопкой мыши) приборы:

· Управл. источник тока 1 – установка тока через образец
· Амперметр А – измерение тока через образец
· Вольтметр V1 – измерение напряжения на образце
· Вольтметр V2 – измерение ЭДС Холла
· Управл. источник тока 2 – установка тока через катушку
· Индукция B – измерение индукции магнитного поля. Проградуирован пропорционально силе тока, проходящей через катушку.
Измерение 1. ЭДС Холла при отсутствии магнитного поля
Установите Ток в образце равным 1 мА (показывается Амперметром)

Перейдите в Рабочую тетрадь (переключение внизу слева), создайте Новое измерение, введите его название, (
Поставьте галочки ( (снимать данные с приборов) на Амперметр, Вольтметр V1, Вольтметр V2 и Индукцию
Запишите в измерение (кнопка Записать)  полученные данные. Скопируйте данные в отчет в виде таблицы:
	I, мА
	B, Тл
	UХО, В

	
	
	


Измерение 2. ЭДС Холла при наличии магнитного поля
На приборе Ток в катушке установите положительный ток, (справа от 0)
Перейдите в Рабочую тетрадь, создайте Новое измерение
Поставьте галочки ( на Амперметр, Вольтметр V2 и Индукцию
Запишите в измерение (кнопка Записать)  полученные данные. Скопируйте данные в отчет в виде таблицы:
	I, мА
	B, Тл
	ΔU, В
	UХМ, В

	
	
	
	


Измерение 3. Зависимость ЭДС Холла от индукции магнитного поля
Галочки на Вольтметр V2 и Индукцию
Меняя Ток в катушке от минимума (Индукция B=0,02 Тл) через каждые два деления до максимума (крайнее правое положение), ЭДС Холла UХ. Заносите данные в Рабочую тетрадь – кнопка Записать. В отчете таблица должна выглядеть следующим образом:
	B, Тл
	UХ, В

	
	


Измерение 4. Температурная зависимость

Включите третью схему измерения установки: Измерения/Схема 3.

Выведите на экран (кликните на них левой кнопкой мыши) приборы:

· Управл. источник тока 1 – установка тока через образец

· Амперметр А – измерение тока через образец

· Вольтметр V1 – измерение напряжения на образце
· Вольтметр Vs2 – измерение ЭДС Холла
· Измеритель температуры

· Нагреватель

Перейдите в Рабочую тетрадь, создайте Новое измерение, введите его название, (
Поставьте галочки ( (снимать данные с приборов) на Вольтметр V1, Вольтметр Vs2 и Температура.
Установите Ток в образце на Амперметре близким к 1 мА.
Снимите зависимости напряжения на образце и ЭДС Холла от температуры. Для этого включите Нагреватель и при достижении на датчике Температура соответствующей температуры кликайте кнопку Записать в Рабочей тетради. Должна получиться следующая таблица:
	t, ºC
	ΔU, В
	UХ, В

	25
	
	

	30
	
	

	35
	
	

	40
	
	

	45
	
	

	50
	
	

	55
	
	

	60
	
	


Обработка результатов измерений

1. Из измерений 1 и 2 необходимо найти точное значение ЭДС Холла UХ. Для этого воспользуйтесь формулой:
UХ = UХМ - UХО.
2. Из полученной в п.1 ЭДС Холла и значений, найденных в измерении 2, найдите постоянную Холла RХ:
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где d – толщина образца, d=0,3 мм;
I – ток через образец;

B – магнитная индукция.

3. Найдите концентрацию основных носителей заряда в полупроводнике по формуле:

[image: image2.wmf]e

Н

R

n

1

=


4. Найдите подвижность носителей заряда по формуле:
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где ΔU – падение напряжения на датчике (снимается с вольтметра V1 в измерении 2);

l – ширина датчика (l=0,4 мм);

S – площадь поперечного сечения датчика (равна произведению длины и толщины, S=c·d=0,3·0,9, мм2)

5. По данным, полученным в измерении 3, постройте график UX=f(B)
6. По данным, полученным в измерении 4, постройте графики ΔU= f(t) и UX=f(t).
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